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7.2 Symbolverzeichnis

Hier sind die meisten der verwendeten Symbole tabelliert. lhre Dimension kann von den
gebrauchlichen Einheiten abweichen. So wird z.B. die Dicke L des Siliziupsimund
nicht in m angegeben.

Symbol Beschreibung Dimension
a Hohlleiterinnenmalf3 m
A Fresnel-Koeffizient 1
ay, a3 Parameter der Zustandsdichte (Oberflache) Zm
as Parameter der Zustandsdichte (Oberflache) J
b Hohlleiterinnenmalf3 m
Co Vakuum-Lichtgeschwindigkeit m g
Cn SRH-Ratenparameter fur Elektronen (Volumen) Smils
Cp SRH-Ratenparameter fir Locher (Volumen) Smls
CSRH SRH- Ratenparameter (Volumen) 3 ls
d Lange der Raumladungszone m
d Durchmesser des Laserspots auf der Probe m
Dp, Diffusionskonstante der Elektronen ) s
Dp Diffusionskonstante der Locher M5
E Energie eines Trap-Niveaus J
E elektrisches Feld v m
Ec Energie des Leitungsbandes J
Er Fermi-Energie im thermodynamischen Gleichgewicht J
Egap Energiellicke J
En Quasi-Ferminiveau der Elektronen J
Ep Quasi-Ferminiveau der Lécher J
Eph Photonenenergie J
Ev Energie des Valenzbandes J
f Korrekturfaktor 1
fo Fermi-Funktion im thermodynamischen Gleichgewicht 1
fa Besetzungsfunktion der Akzeptor-Traps (Oberflache) 1
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Besetzungsfunktion der Donator-Traps (Oberflache)
Besetzungsfunktion der Volumen-Traps
optische Generationsrate
Plancksche Wirkungsquantum
magnetisches Feld

(Gesamt-) Strom
Elektronenstrom
Lécherstrom
Boltzmann-Faktor
Dicke des Siliziums
FRMC-Modulationswert
Elektronenkonzentration im Leitungsband
Zustandsdichte (Oberflache)
Anzahl der Rasterpunkte
n im thermodynamischen Gleichgewicht
SRH-Abklrzung
Akzeptor-Zustandsdichte (Oberflache)
effektive Zustandsdichte im Leitungsband
Donator-Zustandsdichte (Oberflache)
Konzentration der ionisierten Dotieratome
intrinsische Ladungstragerkonzentration
Zustandsdichte der Volumentraps
getrapte Elektronendichte (Oberflache)
effektive Zustandsdichte im Valenzband
Locherkonzentration im Valenzband
Lichtintensitat
p im thermodynamischen Gleichgewicht
SRH-Abktrzung
absorbierte Mikrowellenleistung
eingestrahlte Mikrowellenleistung

Lichtintensitat im Maximum des TRMC-Pulses

90




Kapitel 7

reflektierte Mikrowellenleistung
getrapte Locherdichte (Oberflache)
Elementarladung
Dichte der festen Oxid- bzw. Nitridladungen
Ortsvektor
Reflexion
Reflexionsfaktor
stationdre Rekombinationsrate (Volumen)
SRH-Ubergangsraten
Rekombinationsrate der Elektronen (Volumen)
Rekombinationsrate der Lécher (Volumen)
stationdre Rekombinationsrate (Oberflache)
Volumenrekombinationsrate (rAumlich gemittelt)
Rekombinationsrate der Elektronen (Oberflache)
Rekombinationsrate der Lécher (Oberflache)
Oberflachenrekombinationsgeschwindigkeit
effektive Oberflachenrekombinationsgeschwindigkeit
differentielle Oberflachenrekombinationsgeschwindigkg
Zeit
gesamte Rekombinationsrate (raumlich gemittelt)
Spannung
Photospannung
virtuelle Oberflachenrekombinationsrate
Komponenten des Ortsvektars
Absorptionskoeffizient
Iterationsindex

SRH-Ratenparameter geladener Ubergange (Oberflach

t

SRH-Ratenparameter neutraler Ubergange (Oberflachg)

UberschuRRkonzentration der freien Elektronen

UberschuRRkonzentration der freien Locher

Photoleitfahigkeit

O s
Ot s

n
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At Zeitintervall S
) elektrische Feldkonstante C/(Vm)
€ relative Dielektrizitatskonstante 1
[0) Photonenflu3dichte af O07¢
Yy Ausbreitungskonstante m~t
r Reflexionskoeffizient 1
A Lichtwellenlange m
A Hohlleiterwellenlange m
Ho magnetische Feldkonstante V [$/(Am)
Mn Beweglichkeit der Elektronen ?n/( M) s
Hp Beweglichkeit der Lécher l?n/( \7)s
Y Mikrowellenfrequenz st
Y FRMC-Modulationsfrequenz 3
p Ladungsdichte C
p spezifischer Widerstand QM
o Grenzflachenladung a m
o Leitfahigkeit Qony?t
T echte Lebensdauer S
Teff effektive Lebensdauer S
Tn SRH-Lebensdauer der Elektronen (Volumen) S
Tp SRH-Lebensdauer der Locher (Volumen) S
Tg Oberflachenlebensdauer S
TSRH SRH-Lebensdauer (Volumen) S
Tyol Volumenlebensdauer S
T differentielle Lebensdauer S
P elektrisches Potential Vv
Wg Oberflachenbandverbiegung Vv
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